Esercitazioni in laboratorio

Simulazione di circuiti ed analisi con PSPICE
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Caratteristiche statiche ed analisi circuitale:

A. Selezione dei componenti e costruzione del circuito:

seguendo il figlio delle istruzioni, selezionare i componenti e collegarli come in figura 1. Per il generatore di tensione sinusoidale VSIN occorre indicare VOFF, VAMPL, e FREQ. Scegliere i valori desiderati per il segnale in ingresso.

B. Salvare lo schematico in A: 

C. Analizzare la caratteristica statica Vu = Vu(Vi): 

in Analysis ( Setup abilitare DC Sweep, selezionare voltage ed inserire il nome del generatore,   indicare Start value, End value ed Increment in modo da considerare tutto l’intervallo di interesse (-VAMPL,+VAMPL).


Domanda: dalla caratteristica ottenuta calcolare la tensione di soglia del diodo.

D. Analizzare Vu(t) quando in ingresso è applicata la sinusoide: effettuare una analisi in transitorio, selezionando con criterio il tempo finale (Nota: FREQ = 1/T, con T periodo della sinusoide applicata). Per il Print step scegliere un valore che sia almeno 1.0e-6 del tempo finale.

Domanda: dalla caratteristica ottenuta si osserva che la tensione di uscita segue V1 quando il diodo è ON ma non   raggiunge il massimo valore della sinusoide. Come può essere modificato il circuito per ottenere invece un raddrizzatore a semionda con Vu = V1 per V1 positivo? Verificare i risultati con SPICE osservando anche la caratteristica statica del circuito modificato.

E. Modificare il circuito come indicato in figura 2, ed attribuire i valori indicati alla R ed alla C.

F. Effettuare l’analisi in transitorio ed osservare Vu(t) e V1(t).

Domande:  In quali condizioni di funzionamento è il diodo nei vari istanti di tempo?

Quando il diodo è spento come si comporta il circuito?

Modificando C da 50nF a 5nF come cambia la risposta del circuito e  perché ?

2) Il modello del diodo:

Il modello per il diodo Dbreak è dato dalla seguente espressione:
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in cui In è la corrente normale, e Ib la corrente di breakdown. In particolare, nel modello possono  essere modificati i valori di alcuni parametri (la procedura è indicata nel foglio delle istruzioni, la scheda dettagliata dei parametri del modello si ottiene con Edit (Model ( Edit Instance Model (Text), i parametri di interesse possono essere aggiunti e/o modificati nel file di modello): i valori di default del modello sono IS = 1E-14, N = 1,  IBV = 1E-10, BV = 100, quindi il diodo è ideale e non presenta breakdown.

Domande: 

A. Modificare il modello del diodo in modo che il fattore di non idealita' sia 3. Verificare come varia il comportamento del circuito di figura 1 con tale modello.

B. Modificare il modello del diodo aggiungendo il breakdown, con BV = 4.5 V. Verificare cosa succede al circuito quando la tensione in ingresso supera la tensione di breakdown.

3) Caratteristiche statiche e punto di riposo di un transistore bipolare:

Il modello del transistore bipolare Qbreakn e' riportato di seguito con le equazioni ed i valori di default dei parametri di interesse:  
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      Quindi il transistore ha guadagno BF pari a 100, le giunzioni sono ideali e la tensione di Early (VAF) 

     e' infinita.

     Caratteristiche statiche: determinare le caratteristiche di ingresso ed uscita del transistore        

     modificando i parametri del modello in modo che  BF = 50, IS = 2.5f e VAF = 10. 

     Domande: in quali condizioni il transistore funziona in regione normale, in saturazione e in 

     interdizione?

     Aggiungendo un circuito di polarizzazione come in figura 3 ed applicando Vcc = 10 V e Vin = 5 V, 

     dimensionare le due resistenze in modo che: 1) il transistore funzioni in regione normale, 

     2) il transistore sia in saturazione.

    (Verificare con una simulazione DC il punto di riposo: a tal fine e' sufficiente disabilitare qualunque  

    setup di simulazione e simulare il circuito. In questo modo il risultato finale e' relativo al punto di   

    riposo con tensione in ingresso 5 V. Per leggere i valori di corrente e di tensione nel punto di riposo:   

    Analysis ( Display Results( Enable e Analysis (Display Results( Enable Current Display.)

[image: image6.wmf]FIG. 2                         Vu

Dbreak

D1

+

-

V1

R1

100k

C1

50n


� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











1
2

[image: image7.wmf]F

FIG.3

+

-

V2

10V

+

-

V1

1k

R1

Q1

Qbreakn

R2

1k

[image: image8.wmf]F

FIG.3

+

-

V2

10V

+

-

V1

1k

R1

Q1

Qbreakn

R2

1k

[image: image9.wmf]FIG. 2                         Vu

Dbreak

D1

+

-

V1

R1

100k

C1

50n

_1032413955.unknown

_1032430673.doc
[image: image1.wmf]bet


bct


V/(V)


be


V/(V)


bc


qbbc


I(1)


I(1)


K1/(1V/)


NF


NR


areaISe


areaISe


VAF


=-


=-


=-




Ibc/BR







Ibe/BF







+







-







(Ibe-Ibc)/Kqb







Base







Collettore







Emettitore







� EMBED Equation.DSMT4  ���







IS=1E-16, BF=100, BR=1, NF=NR=1, VAF=infinite















_1032428568.unknown




_1032674888.doc
F


+







-







V2







10V







+







-







V1







1k







R1







Q1







Qbreakn







R2







1k







FIG.3












_1032428525.unknown

_1032330641.doc


Dbreak







D1







+







-







V1







R1







1k







FIG.1                      Vu












_1032412702.unknown

_1032330489.doc


Dbreak







D1







+







-







V1







R1







100k







C1







50n







FIG. 2                         Vu












